
SSM PIN HDR25704

Description
Realise en scellement verre-metal, ce boitier fond cuivre
a haute conductibilite thermique est essentiellement des­
tine a I'encapsulation hermetique des transistors et
thyristors de puissance ...

Caracteristiques
• Cadre acier et fond cuivre allie, assemblage par brasure

dure.
• Broches: ferro-nickel avec Ame cuivre.
• Flnltlon: - nickel chimique

- dorure totale ou dorure selective des bro·
ches sur sous couche nickel...

• Temperature maximale: 400°C
• Tension de tenue: 700 V cr~te
• Courant maximal admissible:

- en continu : 10 A

- impulsions : 15 A
• Resistance d'isolement: 10' Mfl
• Resistance thermlque typique jonction-boitier (OCfW )

dimensions puces (mm2) 10
report par brasure 0,70

Description
In glass to metal seal this high thermal conductibility pac·
kage with copper base is especially designed for herme·
tic encapsulation of power transistors and thyristors ...

Characteristics
• Steel frame and alloy copper base, hard brazing

assembly.
• Pins: nickel-iron with copper core.
• Finishing: - electroless nickel plating

-full or selective gold plating on pins
over nickel underplating ...

• Maximum operating temperature: 400°C
• Dielectric withstanding yoltage: 700 V peak
• Maximum input current:

- direct current : 10 A

- pulses : 15 A
• Insulation resistance: 10' Mfl
• Typical junction-base thermal resistance (OCfW)

chip sizes (mm2)

braze mounting
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